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Papereihin
- sukunimi ja etunimet
- opiskelijanumero
- koulutusohjelma.

l. Selvitii lyhyesti (max. 2...4 lausetta +
- epitaksiaalimenetelmii
- takavirran varaus
- darlington-transistori
- kaskodikytkentii
- liihivaikutus.

J. Niiranen I (8)

Tentissti sallitut apuviilineet
- kyntit, kumit jne.
- taskulaskin
- lukion kaavakokoelma tms. + Laplace taulut

mahdollinen kuva), mit2i seuraavilla termeillii tarkoitetaan

2.

a
J.

4.

Esittele IGBT :n rakenne, toimintape iaate j a ominaisuudet.

Minkritaisia kondensaattoreita kiiytetiiiin tehoelektroniikassa? Mitke ovat niiden ominaisuudet?

Taajuusmuuttajassa aiotaan kAWiiE Schottky-diodia C2Dl0120. Diodin virran oletetaan olevan
yksinkertaisuuden vuoksi alla olevan kuvan mukaista. Ympiirist<iliimp<itila on 60 'C ja j?innite

diodin siirtyessii estotilaan 800 V. Mika on tarvittavan jarihdytyslelementin ltimpdvastus? Oleta
katkaisuhiivi<ienergian olevan yhtiisuuri kuin diodin liitoskapasitanssiin varautuva energia.

ffi'

5. Erfiiin jrinnitettii laskevan tasasiihk<ikatkojan lahtrivirtapulssit on tarkoitus muodostaa feniitti-
renkaasta TN26ll5ll0-3C90 tehdyn kuristimen awlla. Kuristimen yli on 19 V jAnnite l0 ps
ajan, jona aikana kuristimen virran halutaan kasvavan nollasta noin 0,5 A maksimiarvoon.

a) Kuinka monta johdinkienosta piteU olla tarvittavan induktanssin aikaansaamiseksi?
b) Mike on renkaan wontiheys B maksimivirralla kyseisellii kierrosmiiiiriillE?
c) Onko kyseinen ferriittirengas sopiva tiihAn sovellukseen? Perustele piiiitelmiisi.

Kaavoja seuraavalla sivulla, datalehti viimeisellii sivulla. Huom! ferriittirenkaassa ei ole ilma-
vdliti!
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HakkuriteholZihteissli tavallisille kanttimuotoisille jlinnitteille piltee, kuva I 1.4:

(1 r .16)

ferriitin poikkileikkauspinta-ala ja N on ko. kiiliminjossa U on /d -mittaisen pulssin jiinnite, A on

kierrosluku.

Bp-p

./--- -/
b) vuon resetointi-

pulssit

Kuva 1l.4. Jtinnite ja vuontiheys erliiss?i tyypillisissli hakkuriteholilhdemuuntajissa /8/;
(a) balanloitu vuorovaihe; (b) forward-hakkuri, vertaa kuva 11.6.

a)

( r  1.18)

(r  1.19)

(11.20)

jossa /, ja A, ovat ilmaviilin pituus ja pinta-ala sekl /, ja A" ovat efektiivinen magneettipiirin pituus

ja pinta-ala. lro on tyhjdn (= 4n 10r fVm; ia tt" ilmavlilin sis2iltiivlin sydlmen efektiivinen

permeabiliteetti ja C1 on syd[nvakio. A1 on induktanssikerroin sydlimelle tlill[ ilmavlilillli.

tydpulssit
u (t)
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C2D1O120-siticon carbide Schottky Diode
Zano Rncornnro Rpcrnmn

Features Package

.=G=EC
V"*r= 1200 V

IF =10A

q =61 nc

r 1200-Volt Schottlqf Rectifier
r Zero Reverse Recovery Current
t Zero Foruard Recovery Voltage
o Hlgh-FrequencyOperation
o Temperature-Independent Switching Behavior
o Extremely Fast Switching
r Positive Temperature Coefficient on V,

Bencfits

. Replace Bipolar with Unipolar Rectifiers
o Essentially No Switching Losses
. Higher Efficiency
o Reduction of Heat Sink Requlrements
o Parallel Devices Without Thermal Runaway

Applications

r Switch Mode Power Supplies
. Power Factor Correctlon
r Motor Drives

PIN 1o-r
. l{ cnse

PIN 2cF-f+-r

TO-220-2

Paft Number Packege l{arklng

c2D10120A T0.220-2 c2D10120

l.laximum Ratings

Symbol Parameter Value Unit Test Condltions Not€

V*t Repetitlve Peak Reverse Voltage r200 V

vR$l Surge Peak Reverse Voltage 1200 v

vE DC Blocking Voltage 1200 V

Io^*, Average Forward Current 10
22 A T-=160"C

Ti=125"c

I.(**) Peak Fonvard Current 25 A T.=125oc, Ttrp<1 ms, Duty=9.5

Im Repetitive Peak Fonrard Surge Current 50 A T.=25oC, h=10 ms, Half Sine Wave

IB Non-Repetitive Peak Forward Surge Current 250 A Tc=25"c, t=10 us, Pulse

Pq Power Disslpatlon 3r2
104 W T-=25'C

Tl= 125'c

T' T* Operating Junctlon and Storage Temperature -55 to
+175 "c

TO-220 Mounting Torque 1
8.8

Nm
lbf-in

M3 Screw
6-32 Screw
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Electrical Characteristics

Symbol Parameter Typ. lrlax. Unit Test Conditions Note

V. Forward Voltage
1.6
2.5

1,8
3.0 V I r=10ATr=25oC

I.=10A T,=175oC

IR Reverse Current 10
20

200
1000

pA Vn=1200V Tr=zsoQ
V-=1200V T.=lSOoC

Qc Total Capacitive Charge 61 nC
Vr=1200VIr=10A
dildt = 500 A,/rrs
T. = 25oC

c Total Capacitance
1000
80
59

pF
V*=0VTr=25"C,^f=1MHz
Vn = 200 VT, = 25]C, f  = I  MHz
Vo = 400V T, = 25'C, f  = I  MHz

Note:
1. This is a majority carrier diode, so there is no reverse recovery charge,

Therma l Cha racteristics

Symbol Parameter 'Tvp. Unit

&* Thermal Resistance from Junction to Case 0.48 oclw

Typical Performance

TJ = 25"C
TJ = 75"C
Tl = 125"c
Tl  -  175'c
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Figure 1. Forward Characteristics Figure 2, Reverse Characteristics
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Typical Performance
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Figure 3. Current Derating Figure 4. Capacitance vs. Reverse Voltage
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Figure 5. Transient Thermal Impedance
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Package Dimensions

Package f0-zzO-z

PIN 1

PIN 2

PrOS
lnchaa Hllllmct€i3

Hln Lax llln l{.x

A ,3Et .410 9.677 10.414

B .235 .255 5,969 6.477

c .100 .120 2.540 3.048

D .223 .337 5.6@ 8.560

E .590 .615 14.986 15.621

F .143 153 3.632 3.886

G 1.105 1.t47 2e.067 29.134

H .500 ,550 12.700 13.970

J R0.t97 R 0.197

L .025 .035 .635 .914

M ,045 .055 1.143 1.397

N 195 .20s 4.953 5.207

P .165 .185 4.191 4.699

a .0.+8 .054 1.219 1.372

s
T

U

.094 ,110 2.388 2.794

w .014 .025 .356 .635

X 5.50 5.50

.385 410 9.779 10.414

z .130 . r50 3.302 3.81O

NOTE:
1. Dimension L, M, W apply for Solder Dip

Finish
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Recommended Solder Pad Layout

TO-220-Z

'The levels of environmcntally sensitive, persistent blologically toxic (PBT), persistent organic pollutants (POP), or otherwise restricted materials in
this product are below the maximum concentration values (also referred to as the threshold limits) permitted for such substances, or are used in an
exempted appfication, in accordance with EU Directive ZOOU9S|ECon the restriction ofthe use ofcertain hazardous substances in electrical and electronic
equipment (RoHS). as amended through April 2lt 2006.'

Paft Number Package Marklng

c2D10120A TO-220-2 c2D10120
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Ferrite toroids TN26/15/10

RrNG CORES (TORO|DS)

Effective core parameters

Coatlng

The cores are coated with polyamide 11 (PAl 1), flame
retardant in accordance with "UL 94V-2"', UL file number
E 45228 (M).
The colour is white.

lsolatlon Yoltage

DC isolation voltage: 2000 V.
Conlacts are applied on the edge of the ring core, which is
also the critical point for the winding operation. Oimansions in mm.

Fig.1 TN26/15/10 ring core.

SYMBOL PARAMETER VALUE UNIT

r(vA) core factor (Cl) 1.08 mm-l

V€ effective volume 3360 mm3

le effectlve length 60.1 mm
A6 effective area 55.9 mm2

m mass ol core =17 I

Rlng core data

GRADE A1
(nH) Pl TYPE NUMBER

441 1 990 r 25% = 700(1) TN26/15/10-4Al 1
3C90 2645 t 25o/o = 2300 TN26/1 5/1 0-3C90

3Cl 1 5000 * 25olo = 4300 TN26/15/10-3C1 1
3E25 6420 t.250h - 5500 TN26/1 5/1 0-3E25

1. Old permeability specification maintained.

Properties of cores under power condltions

GRADE

B (mT) at CORE LOSS (w) at

H = 250 A/m;
| = 25 kHz;
T= 100"G

| =25kHz;
B = 200 mT;
T=100"G

f = 100 kHz;
B = 100 mT;
T = l(Xt "C

3C90 >320 s 0.38 s 0.38

2004 Sep 01
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